
La figure ci-dessus montre le profil schématisé de dopage au centre d’une photodiode.

Ce profil est modélisé par trois zones à dopage constant, dopées respectivement avec du

bore pour le substrat (3), du phosphore pour (2) et du bore pour (1). À température

ambiante (300 K) et en supposant la ionisation complète des impuretés, trouvez en

utilisant l’approximation de Boltzmann la concentration d’électrons et de trous dans les

trois zones.
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